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In this work, we show the result of Raman spectroscopy study of the struc-
ture APCVD graphene grown from methane and transferred on SiO2/Si sub-
strate by two methods: without and with PMMA polymer. The removing of 
polymer was performed by thermal annealing in Ar/H2 atmosphere with further 
treatment in acetone. We relate the level of the background signal in Raman 
spectra of graphene with amount polymer residuals on graphene substrate. 
Moreover, this finding is in correlation with the change in the doping level of 
graphene observed by the shift of the experimental data in 2DvsG band posi-
tions plot. 
 

Исследованный в данной работе графен синтезирован методом ХПО 
при атмосферном давлении с использованием метана в качестве прекур-
сора. Измерения спектров комбинационного рассеяния света (КРС) про-
водились на 3D Рамановском конфокальном микроскопе Confotec NR500, 
при следующих условиях: длина волны лазерного излучения 473 нм, диа-
метр пучка ~ 600 нм. Перенос графена на поверхность SiO2/Si осуществ-
лялся бескаркасным способом (образец 1) и с использованием полиме-
ра (ПММА) в качестве каркаса (образец 2, 3). Удаление полимера осу-
ществлялось путем отжига в смеси потоков аргона и водорода (100 и 
60 см3/мин) при температуре 300 °С в течение 120 мин (образец 2). После 
отжига образец дополнительно подвергался обработке ацетоном в течение 
2.5 ч (образец 3). 

На рис. 1 показаны типичные спектры КР для однослойной фракции 
графена, перенесённого на поверхность SiO2/Si для каждого из образцов. 
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Согласно [1], дополнительный подъём, наблюдаемый в диапа-
зоне 1200÷1700 см-1, связан с наличием органических соединений на по-
верхности графена, образовавшихся после развала полимера. 

 
  
 
 

 
 
Рис. 1. Спектры КРС однослойных фракций 
графена, перенесенного на поверхность 

SiO2/Si, нумеруемых по образцам соответ-
ственно 1), 2), 3) 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Экспериментальные данные положе-

ния линий спектров КРC 
 
 

 
 
 
 

На рис. 2 представлены экспериментальные данные положения линий 
2D как функции положения линий G. Экспериментальные данные для 
каждого образца довольно хорошо распределены вдоль прямых, с танген-
сом наклона 2.25, что соответствует двуосному напряжению в однослой-
ном графене [2]. Более того, линии, вдоль которых распределены экспе-
риментальные данные для каждого  образца, смещены друг относительно 
друга, что объясняется переносом заряда в системе графен-остатки поли-
мера [3]. 
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